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半絶縁性GaAs基板上にn-GaAsチャネル層 (1 μm)，n →n+-GaAsキャリア遷移層 (15 nm)，n+-GaAs高ドープ層 (8.0 nm)，
(Al0.35Ga0.65)As拡散障壁層 (2.2 nm)，及び(Ga,Mn)As層 (50 nm)を全てエピタキシャルで積層した構造で実験を行った． 
第 4章から第 8章が本論文の中核となる研究成果をまとめた部分である．以下にその要旨を述べる．  
 














(2) 半導体中のスピン蓄積の電気的検出と信号増幅可能性の検討（第 5章） 
次に，GaAs中のスピン蓄積の電気的検出を行った．
































































(TASP)があることが知られている．TAMRの異方性は<100>方向の 4回対称性と[110]もしくは[1-10]方向の 2 回対称性
の合成，TASPは[1-10]方向の 2回対称性として観測される．通常，TASPの効果は小さく，3端子抵抗 R3Tでは TAMR
のみ観測できる．一方非局所電圧はスピン蓄積を直接見ているため，TASPの効果のみ検出することが出来る．図 4に
3 端子抵抗及び非局所抵抗 RNL(非局所電圧を注入電流 Iinjで割った値)の(Ga,Mn)As の磁化方向依存性を示す．低バイア
ス領域(エサキ接合のOhmic性が保たれている領域，Iinj < +10 μA)では，従来通り，3端子信号は 4回対称と 2回対称の
TAMR，非局所信号は 2回対称のTASPを反映した異方性が見えている．一方，正バイアスを大きくしていき，負性微





図 4. 異なる印加電流で測定した 3 端子抵抗(左)及び非局所抵抗(右)
の磁化方向依存性．角度はGaAs[100]方向を基準としている． 
 














bN = −8.5 T，B及びSはそれぞれ外部磁場及び電子のスピン偏極率である．また，fは leakage factorであり，電子スピン
と核スピンの結合の大きさを表すパラメータである．核スピンが偏極しているとき，電子は BNという核磁場を感じな
がら半導体中を伝搬する．この影響は非局所の Hanle 効果に現れ，外部磁場と核磁場が相殺されるとき，Hanle 効果の
振動及び緩和が抑制され，非局所電圧は回復する．このため，Hanle 効果が抑制された磁場の大きさから間接的に核磁
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